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В настоящее время повышение эффективности полупроводниковых приборов является актуальной задачей возобновляемой энергетики. В работе исследование вольтамперные характеристики (ВАХ) структур на основе pSi-n(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y  при температуре Т=77К. 

Твердые растворы (ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y были выращены методом жидкофазной эпитаксии из ограниченного объема   оловянного раствора – расплава по технологии, описанным в работе [1]. В качестве подложек были использованы монокристаллические пластинки кремния р-типа проводимости диаметром 20 мм с ориентацией (111). Состав раствора–расплава,  состоящий  из компонентов Sn, Si, ZnSe и GaP, вычислялся на основе результатов экспериментальных исследований жидкофазной системы Sn-Si-ZnSe-GaP и литературных данных [2]. 

На рис.1 представлена темновая ВАХ исследованных структур в прямом и обратном направлениях, снятая при температуре Т=77К. Из рис.1 видно, что зависимость темнового тока проявляет выпрямляющие свойства. Коэффициент выпрямления при малых напряжениях смещения (от 0,02 до 1 В) принимает значения в пределах 0,7–4,48, а при больших  (от 1 до 3,3 В) 4.48–7.8. При малых напряжениях ток через структуры в прямых и обратных направлениях имеет близкие значения, это, по-видимому, обусловлено током утечки в p-n переходе.  При больших напряжениях (от 1 до 3 В) улучшаются выпрямляющие свойства. 
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	Рис.1. Вольтамперная характеристика pSi-n(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y структура в линейном масштабе при температура Т=77 К  
	Рис. 2. Прямая ветвь вольтамперная характеристика pSi-n(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y структура в двойном логарифмическим масштабе при температура Т=77 К  


ВАХ pSi-n(ZnSe)1-x-y(Si2)x(GaP)y структур можно экстраполировать зависимостью типа I ~ Um.  Как видно из рис.2 на различных участках ВАХ показатель степени – m принимает различные значения. На начальном участке от 0.02 до 0.18 В зависимость тока от напряжения соответствует m=1,22. На втором участке от 0.18 до 0,3 B составляет m=1,77. С ростом напряжения (при 1.22–2.96 В), когда преобладает дрейфовый перенос свободных электронов и дырок, имеет место квадратичная зависимость тока от напряжения I ( Io +U2 с m = 2, где Io = 0.82 мА.  
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